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本学位論文は ｢酸化物強磁性半導体薄膜の酸素不定比性制御と電気磁気物性｣と題 し､全 6章から構成
されている｡
第 1章では､本研究の背景および目的について述べている｡強磁性半導体はスピントロニクス材料とし
て近年注目されており､とくにその電気磁気物性はデバイス応用と基礎科学の双方の観点から興味が持た
れている｡一方､多くの酸化物半導体では酸素不定比性による材料の電子濃度の制御が可能である｡この
ような背景に基づき､酸化物強磁性半導体の酸素不定比性制御が重要な課題であることを述べ､本研究の
目的が強磁性半導体 EuO,(Ti,Co)02の電気磁気物性の制御と評価であることを述べている｡
第2章では､薄膜作製法や評価手法などについて述べている｡
第 3章では､サファイア基板､ガラス基板を用いた薄膜において電気磁気物性の評価を行い､磁化や磁
気光学効果と電気磁気物性の関係についての議論を行っている｡さらに､新 しい知見として(Ti,Co)02薄
膜を磁性層とする磁気光学多層膜における磁気光学効果の増大を報告している｡
第 4章では､パルスレーザー堆積 (PLD)法における薄膜成長時の酸素分圧の精密な制御により､薄膜
の酸素不定比性の制御が可能であることを述べている｡その結果､電子濃度や抵抗率､キュリー温度を制
御できることを報告 している.また､EuOにおいて､異常ホール効果の観測に初めて成功 したことを報
告している｡
第 5章では､EuOの異常ホール効果について詳細な議論を行 っている｡EuOの異常ホール効果は
(Ti,Co)02など他の酸化物強磁性半導体に比べて大きな値を示 し､温度変化とともに異常ホール効果の符
号が反転することを見出だしている｡また､磁化が飽和する直前の磁場領域で異常ホール効果が特異的に
増大することを初めて観測 し､これらがEuOの特異な電子構造や磁気構造を反映した新 しい現象である
可能性に言及している｡
第 6章では､本研究における結果を総括し､今後の課題を提示している｡
以上の研究は､酸化物強磁性半導体の薄膜作製技術の発展に寄与するばかりでなく､強磁性半導体の電
気磁気物性に対する新 しい知見をもたらすと期待される｡
以上から､山崎君は自立 して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と学識を有することを示している｡
したがって､山崎高志君提出の博士論文は､博士 (理学)の学位論文として合格と認める｡
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